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현대 반도체 산업의 지속적인 미세화 결과 10nm 이하 반도체 후처리 공정에서 저항 문제가

대두되었다. 특히 금속과 반도체를 접합하는 컨택(contact)에서 기존의 텅스텐이 높은 저항값

을 가졌고, 이를 대체하기 위해 코발트가 도입되었다. 코발트는 10nm 이하 공정에서 기존 텅

스텐에 비해 낮은 저항값을 갖지만, 공정 과정에서 다른 금속과 다르게 치밀한 산화막을 갖는

특성이 있다. 이같은 산화 경향으로 인하여 코발트를 사용하는 소자는 기존과 다른 세정 공정

의 필요성을 야기하였다. 따라서 본 연구에서는 금속 코발트의 산화막 제거를 통한 세정 공정

의 성능 개선을 위해 필요한 세정 용액의 구성 성분인 착화제(complexing agent)에 대한 분석

을 진행하였다. 해당 분석의 결과를 이용해 실제 코발트 세정 공정에 적합한 착화제의 물성을

탐구하는 것을 목표로 하였다. 이 과정에서 다른 금속과 차이를 보이는 코발트의 표면 산화 경

향과 산화막 형성을 전기화학과 X선 광전자 분광 분석기를 이용해 관찰하고, 주요 착화제가

이 산화 경향과 산화막 분포 및 제거에 미치는 영향을 전기화학적으로 분석하였다. 이를 통해

코발트가 형성하는 산화막을 선택적으로 용해시키면서도 표면 거칠기(roughness)를 손상시

키지 않아 코발트 접합부 세정 공정에 필요한 기능을 충족시키는 착화제를 포함한 세정 용액

을 개발하였다.
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